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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/0747   (2012.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月15日(2018.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板の受光面上にトンネル誘電体層を形成する段階と、
　摂氏約３００度未満の温度で、前記トンネル誘電体層上に真性アモルファスシリコン層
を形成する段階と、
　前記真性アモルファスシリコン層上にＮ型アモルファスシリコン層を形成する段階と、
　前記Ｎ型アモルファスシリコン層上に反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段
階と、を備える、太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　Ｎ型アモルファスシリコン層を形成する段階は、摂氏約３００度未満の温度で、Ｎ型ア
モルファスシリコン層を形成する段階を含む、請求項１に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項３】
　前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階は、摂氏約３００度未満の温度
で、前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階を含む、請求項１または２に
記載の太陽電池の製造方法。
【請求項４】
　前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階は、前記Ｎ型アモルファスシリ
コン層上に窒化シリコンを形成する段階を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の
太陽電池の製造方法。
【請求項５】
　真性アモルファスシリコン層を形成する段階は、真性水素化アモルファスシリコン層を
形成する段階を含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項６】
　前記Ｎ型アモルファスシリコン層を形成する段階は、リンドープされたアモルファスシ
リコン層を形成する段階を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の太陽電池の製造
方法。
【請求項７】
　前記シリコン基板の前記受光面を紫外線（ＵＶ）放射へ暴露させる段階を更に備える、
請求項１から６のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項８】
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　０．３％　ＨＦ／Ｏ３を用いる洗浄手順を実行する段階を更に備える、請求項１から７
のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項９】
　前記トンネル誘電体層を形成する段階は、前記シリコン基板の前記受光面の一部分の化
学的酸化、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）のプラズマ増強化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）、前
記シリコン基板の前記受光面の一部分の熱酸化、およびＯ２またはＯ３環境中での前記シ
リコン基板の前記受光面の紫外線（ＵＶ）放射への暴露から成る群から選択される技術を
用いることを含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１０】
　シリコン基板の受光面上にトンネル誘電体層を形成する段階と、
　プラズマ増強化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）技術を用いて、前記トンネル誘電体層上に真
性アモルファスシリコン層を形成する段階と、
　前記真性アモルファスシリコン層上にＮ型アモルファスシリコン層を形成する段階と、
　前記Ｎ型アモルファスシリコン層上に反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段
階と、を備える、太陽電池の製造方法。
【請求項１１】
　Ｎ型アモルファスシリコン層を形成する段階は、プラズマ増強化学気相成長（ＰＥＣＶ
Ｄ）技術を用いてＮ型アモルファスシリコン層を形成する段階を含む、請求項１０に記載
の太陽電池の製造方法。
【請求項１２】
　前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階は、摂氏約３００度未満の温度
で、前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階を含む、請求項１０または１
１に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１３】
　前記反射防止コーティング（ＡＲＣ）層を形成する段階は、前記Ｎ型アモルファスシリ
コン層上に窒化シリコンを形成する段階を含む、請求項１０から１２のいずれか一項に記
載の太陽電池の製造方法。
【請求項１４】
　真性アモルファスシリコン層を形成する段階は、真性水素化アモルファスシリコン層を
形成する段階を含む、請求項１０から１３のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１５】
　前記Ｎ型アモルファスシリコン層を形成する段階は、リンドープされたアモルファスシ
リコン層を形成する段階を含む、請求項１０から１４のいずれか一項に記載の太陽電池の
製造方法。
【請求項１６】
　前記シリコン基板の前記受光面を紫外線（ＵＶ）放射へ暴露させる段階を更に備える、
請求項１０から１５のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１７】
　０．３％　ＨＦ／Ｏ３を用いる洗浄手順を実行する段階を更に備える、請求項１０から
１６のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１８】
　前記トンネル誘電体層を形成する段階は、前記シリコン基板の前記受光面の一部分の化
学的酸化、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）のプラズマ増強化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）、前
記シリコン基板の前記受光面の一部分の熱酸化、およびＯ２またはＯ３環境中での前記シ
リコン基板の前記受光面の紫外線（ＵＶ）放射への暴露から成る群から選択される技術を
用いることを含む、請求項１０から１７のいずれか一項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１９】
　シリコン基板の受光面上にトンネル誘電体層を形成する段階と、
　摂氏約３００度未満の温度で、前記トンネル誘電体層上にアモルファスシリコン層を形
成する段階と、を備える、太陽電池の製造方法。
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【請求項２０】
　前記アモルファスシリコン層を形成する段階は、真性アモルファスシリコン層を形成す
る段階を含み、前記太陽電池の製造方法は更に、
　摂氏約３００度未満の温度で、前記アモルファスシリコン層上にＮ型アモルファスシリ
コン層を形成する段階と、
　摂氏約３００度未満の温度で、前記Ｎ型アモルファスシリコン層上に反射防止コーティ
ング（ＡＲＣ）層を形成する段階と、を備える、請求項１９に記載の太陽電池の製造方法
。
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